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Проведено численное моделирование процессов в алмазном детекторе. Модель алмазного детектора включает описание процессов генерации и рекомбинации неравновесных носителей зарядов, диффузии и движения зарядов под действием приложенного электрического поля. Генерация зарядов рассмотрена в рамках модели однородного объемного возбуждения (рентгеновского, гамма, нейтронного). Математическая модель сводится к системе нестационарных одномерных уравнений второго порядка по пространственной переменной для концентраций неравновесных носителей и интегральному уравнению для электрического поля в кристалле. Уравнения записаны в безразмерном виде, удобном для численного моделирования. Создан код и проведены предварительные расчеты. Численно исследовались распределение носителей заряда и электрического поля в зависимости от расстояния между контактами детектора, а также нестационарные процессы образования объемного заряда. Показано, что модель качественно описывает динамику процессов в кристалле при однородном объемном возбуждении.
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